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 【はじめに】 Si/SiGe ヘテロ構造がデバイスの特性を向上させる新たな手法として注目されて

いる.このデバイスにおいて,Si 上に格子整合した SiGe 薄膜の Ge 組成比と臨界膜厚を大きくする

ことは,移動度の向上やバンドオフセットの拡大により,デバイス特性の向上が期待される．スパ

ッタエピタキシ法[1]は従来の CVD 法などと比べて低温でエピタキシャル成長が可能であり，ま

た Ge 組成比や成長速度が成長温度に依存しないという特徴がある.本稿ではスパッタ成長時のガ

ス圧の最適化について報告する. 

【実験方法と結果】 SiGe 薄膜の形成はスパッタエピタキシ装置を用いて行った.基板は p-

Si(100)を用いた.Fig. 1 に Si 上に SiGe 層を成長させたサンプル構造を示す.成膜温度は 400℃とし,

スパッタガスは Ar を用いた.成長した試料は X 線回折法(XRD)を用いて格子整合・不整合の判定,

及び Ge 組成比と SiGe の膜厚を評価した． 

Fig. 2 に XRD 逆格子マップを示す.Ge 組成比は 0.37 であり,ガス圧は 2.55 mTorr である.Si 及び

SiGe 由来のピークが観察され,これら 2 つのピークが横軸方向に一致していることから,SiGe 薄膜

は Si に格子整合していることがわかる.このように逆格子マップを観察することで格子整合・不

整合を評価した.ガス圧が 2～3mTorr の範囲における SiGe 薄膜の臨界膜厚の関係を Fig. 3 に示

す.Ge 組成比は 0.37 とした.Fig. 3 よりガス圧が 2.55mTorr のとき臨界膜厚が最大となり,その時の

臨界膜厚はおよそ 165nm であった. 

本研究により,Si 上における SiGe 薄膜の臨界膜厚がスパッタ成膜時のガス圧に依存することが

わかった.ガス圧の最適化により臨界膜厚が大きく向上し，デバイスの特性の改善に寄与すると

期待される．この研究の一部は，情報通信研究機構先端 ICT デバイスラボで行った． 

 

 
 

Fig. 1. Sample structure Fig. 2. Reciprocal lattice space map Fig. 3. States of SiGe layer 

at each gas pressure 
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